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序＞シリコン結晶化プロセスにおいて大粒径、長距離の一方向結晶化技術が要求される。そこで本研究では

シリコン長距離結晶化プロセスとして、アモルファスシリコン(a-Si)膜に熱プラズマジェット(TPJ)を微小領域

だけ重ねて照射することで Si薄膜の連続結晶成長を試みた。 

実験＞石英基板上に誘導結合型プラズマ CVD法を用いて a-Si膜を 100 nm堆積し、450°Cで 1時間の

脱水素処理を行った。TPJ 照射により高速横方向結晶化(HSLC)条件[1]で溶融結晶化後、光学顕微鏡、

走査型電子顕微鏡(SEM)、電子線後方散乱分析法(EBSD)により評価した。 

結果及び考察＞高速で結晶化を行うために TPJ の投入電力の上昇を試

みた。Arガスの供給圧を 0.4 MPaに上げ、2 mm穴ノズル TPJヘッドへ

流す Arガス流量を最大 18L/minまで増やしたところ、図 1に示すよう

に投入電力が 4.8kWまで大幅に上昇し、TPJの噴出距離が伸びることを

確認した。投入電力の増大により、TPJ-試料間距離 7.5 mmにおいても

4000 mm/s の走査速度(v)で結晶化できることがわかった。 

HSLC条件で溶融結晶化した Si薄膜を光学顕微鏡を用いて観察すると、

v = 2000 mm/s の場合と比較して、4000 mm/s では結晶成長方向が走査

方向に対して垂直方向に変化している (図 2,3)。v の増加により溶融領

域の温度勾配が走査方向に対して垂直な方向に変化することが示唆さ

れる。そこで、v = 4000 mm/sにおいて、TPJ走査領域を微小な幅だけ重

ねて照射していくことによって結晶の一方向連続成長を試みた。図 4か

らわかるように TPJ を重ねて照射した領域において面方位を維持した

連続結晶成長が生じていることを確認した。 

結論＞TPJの走査速度の上昇とともに結晶の成長方向の変化を確認した。

Ar ガス流量増加による TPJ 投入電力の大幅な増加と急速結晶成長を達

成し、TPJを微小な幅だけ重ねて照射することで、走査方向と垂直な方

向へ連続結晶成長できることが明らかになった。 
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図 1. 投入電力の Arガス流量依存性 

 図 2. 2000 mm/s結晶化光学顕微鏡画像 

 図４. 連続成長の SEM像と EBSD結晶方位マッピング  図 3. 4000 mm/s結晶化光学顕微鏡画像 
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